

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 92521067 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：55	、訪客IP：44.201.69.160


  	姓名	
      	  劉嘉紋(Chia-Wen Liu)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	電機工程學系
	論文名稱	
      	  氮化銦鎵藍紫光發光二極體的載子傳輸行為之研究
(Carrier Transport Behavior in InGaN-based UV-blue Two-Color LEDs)
      	   
	相關論文		★ 磷化銦異質接面雙極性電晶體元件製作與特性分析	★ 氮化鎵藍紫光雷射二極體之製作與特性分析
	★ 氮化銦鎵發光二極體之研製	★ 次微米磷化銦/砷化銦鎵異質接面雙極性電晶體自我對準基極平台開發
	★ 以 I-Line 光學微影法製作次微米氮化鎵高電子遷移率電晶體之研究	★ 矽基氮化鎵高電子遷移率電晶體 通道層與緩衝層之成長與材料特性分析
	★ 磊晶成長氮化鎵高電子遷移率電晶體 結構 於矽基板過程晶圓翹曲之研析	★ 氮化鎵/氮化銦鎵多層量子井藍光二極體之研製及其光電特性之研究
	★ 砷化銦量子點異質結構與雷射	★ 氮化鋁鎵銦藍紫光雷射二極體研製與特性分析
	★ p型披覆層對量子井藍色發光二極體發光機制之影響	★ 磷化銦鎵/砷化鎵異質接面雙極性電晶體鈍化層穩定性與高頻特性之研究
	★ 氮化鋁中間層對氮化鋁鎵/氮化鎵異質接面場效電晶體之影響	★ 不同濃度矽摻雜之氮化鋁銦鎵位障層對紫外光發光二極體發光機制之影響
	★ 二元與四元位障層應用於氮化銦鎵綠光二極體之光性分析	★ P型氮化銦鎵歐姆接觸層對氮化鋁銦鎵藍紫光雷射二極體特性之影響



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ]至系統瀏覽論文 ( 永不開放)  
      
	摘要(中)	摘要


在白光發光二極體的製作上，使用紫外光激發紅、藍、綠三色螢光粉可得到演色性及轉換效率均較佳的白光，然而受限於氮化銦鎵晶粒的發光效率與螢光粉的轉換效率，目前白光二極體發光效率只有 50 lm/W，仍不足以全面替代室內照明。為了要提升低銦含量紫外光二極體之內部量子效率，以達到高發光亮度的白光二極體，瞭解載子在量子井間的傳輸行為是必須的，因此本論文在發光二極體的活性區內設計了各五層的紫外光與藍光量子井。


在電激發光實驗中，結構主導發光行為導致 blue-UV LED的電激發光譜圖上只存在藍光訊號，與 UV-blue LED 同時存在藍、紫光訊號的行為不同。另一方面，在 UV-blue LED中的外部量子效率隨電流上升而增加，在電流密度為 130 A/cm2 時達到最高，之後電流繼續增加，效率則下降; 和在blue-UV LED 中的情形相反，因為在低電流注入時，部分的電洞會先在紫外光量子井復合，隨著注入的電流增加，因為熱以及不佳的電洞侷限能力，跑到藍光量子井的電洞數增加，所以，在高電流注入下，藍光主導整個 UV-blue LED 的發光強度。此外，改變間隔層厚度與材料會對電洞傳輸至藍光活性區造成衝擊，因而降低藍光的發光效率，同時亦以載子傳輸模型與時間解析電激發來說明在實驗中所觀察到的發光行為。
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